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Rechengrößen

Übersicht über die verwendeten Größen

A : Fläche der Solarzelle (m2)
a,b,c : Kantenlängen der Chalkopyrit-Einheitszelle (m)
f : Fermifunktion
p : Dichte der Löcher (m−3)
k : Kristallimpuls der Ladungsträger (kg m/s)
Bx,By,Bz : Komponenten der magnetischen Flussdichte (T)
d : Dicke der Halbleiterschicht (m)
e : Elementarladung (C)
!E : Elektrisches Feld (V/m)
Eg : Bandlücke (eV)
EgA,EgB,EgC : Einzelbandlücken der Subbänder (eV)
!E : Elektrisches Feld (V/m)
Ex,Ey,Ey : Komponenten des elektrischen Feldes (V/m)
EC,min,EC,max : Leitungsbandminimum bzw. -maximum (eV)
EV,min,EV,max : Valenzbandminimum bzw. -maximum (eV)
EAA,EAD : Aktivierungsenergien des Akzeptors bzw. Donators. (eV)
c : Lichtgeschwindigkeit (2,99792458 ·108 m/s)
C : Konstante zur Berechnung des maximalen Wirkungsgrades
!Fl : Lorentzkraft(N)
F1/2 : Fermiintegral der Ordnung 1/2
g : Degenerationsfaktor
Ix : Strom in x-Richtung (A)
j : Stromdichte (A/m2)
j0 : Sättigungsstromdichte (A/m2)
jph : Photostromdichte (A/m2)
jSC = j(V = 0) : Kurzschlusstromdichte (A/m2)
jm : Stromdichte am Maximum Power Point (A/m2)
!jn : Durch Leitungselektronen getragene Stromdichte (A/m2)
!jp : Durch Löcher getragene Stromdichte (A/m2)
kB : Boltzmannkonstante (1,380658·10−23J/K)
l : Mittlerer Korndurchmesser (m)
LD : Debye-Wellenlänge (m)
m : Ganze Zahl für Interferenzkriterium (0,1,2,3,...)
m0 : Elektronen-Ruhemasse (9,10938897 ·10−31kg)
m∗ : Effektive Masse (kg)
m∗n : Effektive Masse der Elektronen (kg)
m∗p : Effektive Masse der Löcher (kg)
n : Dichte der Leitungselektronen (m−3)
nS : Brechungsindex des Halbleiters
nt : Grenzflächenladungsdichte (m−2)
nph : Photonenstromdichte (m−2/s)
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N : Nettodotierkonzentration (m−3)
ND,NA : Dichte der Donatoren bzw. Akzeptoren (m−3)
N+
D ,N−A : Dichte der ionisierten Donatoren bzw. Akzeptoren (m−3)

NC,NV : Effektive Zustandsdichte des Leitungs- bzw. Valenzbandes
pd : Anzahl der Löcher in den Defektzuständen (m−3)
PS : Eingestrahlte solare Leistung (W)
q : Ladung der gerade betrachteten Ladungsträger (C)
Q : Diodenqualitätsfaktor
r : Radius eines Defektzustandes (m)
rB : Bohrradius eines Wasserstoffatoms (ca. 5,2917725 ·10−11m)
T : Temperatur (K)
u : Parameter für die tetragonale Verzerrung der Chalkopyrit-Einheitszelle
U : Spannung (V)
Um : Spannung am Maximum Power Point (V)
UOC =U( j = 0) : Offene Klemmspannung (engl.: Open Circuit Voltage) (V)
UH : Hall-Spannung (V)
vth : Mittlere thermische Geschwindigkeit der Ladungsträger (m/s)
!vn : Geschwindigkeit der Leitungselektronen (m/s)
!vp : Geschwindigkeit der Löcher (m/s)
!vdn : Driftgeschwindigkeit der Leitungselektronen(m/s)
!vdp : Driftgeschwindigkeit der Löcher(m/s)
w : Breite der Schicht (m)
ZC(E) : Zustandsdichte im Leitungsband (m−3)
ZV (E) : Zustandsdichte im Valenzband (m−3)
α : Auftreffwinkel des Laserstrahls auf die Probe (◦)
β : Auftreffwinkel des Laserstrahls auf die Mo/Ga2Se3-Grenzfläche (◦)
Δλ : Gangunterschied der Teilstrahlen (m)
ΔCF : Aufspaltung der Subbänder durch das Kristallfeld (eV)
ΔSB : Aufspaltung der Subbänder durch Spin-Bahn-Wechselwirkung (eV)
η : Wirkungsgrad (%)
η f : Argument des Fermiintegrals
εr : Relative Dieeletrizitätskonstante
µ : Beweglichkeit (m2/Vs)
µn : Beweglichkeit der Leitungselektronen (m2/Vs)
µp : Beweglichkeit der Löcher (m2/Vs)
µd : Beweglichkeit der Ladungsträger in den Defektzuständen (m2/Vs)
µ0 : Vorfaktor für die Beweglichkeit durch Streuung an Korngrenzen (m2/Vs)
µVol : Beweglichkeit der Ladungsträger im Volumen (m2/Vs)
µb : Durch Korngrenzen eingeschränkte Beweglichkeit (m2/Vs)
φb : Bandverbiegung an den Korngrenzen (eV)
σn : Durch Leitungselektronen verursachte Leitfähigkeit(1/Ωm)
σp : Durch Löcher verursachte Leitfähigkeit(1/Ωm)
τn,τp : Mittlere Zeit zwischen zwei Streuvorgängen für Elektronen und Löcher (s)
θ : Hall-Winkel(◦)
h̄= h/2π : Reduziertes Plancksches Wirkungsquantum (≈1,0545726·10−34Js)
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